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Ne gube sadrzaj kada se isklju¢i napajanje
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O STATIC (SRAM)

Podaci se pamte dok postoji napajanje
Velika memorijska ¢elija — 6 tranzistora
Brze

Memorijska €elija ima diferencijalni izlaz

0O DYNAMIC (DRAM)

Da bi podatak ostao sacuvan potrebno ”osvezavanje’
Mala memorijska ¢elija — 1 do 3 tranzistora

Sporije

Memorijska ¢elija ima jednostruki izlaz
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Da bi ovo radilo moraju biti precizno izabrane veli¢ine tranzistora
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R, veliko da bi se smanijila struja u statickom reZimu

Koliko veliko?
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Figure 8-7. Cross Section of TFT SRAM Cell

TFT - Thin Film Transistors - kao opterecenje
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Table 12-2 Comparison of CMOS SRAM cells used in 1-Mbit memory
(from [Takada91])

Complementary
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Sense amplifier

CMOSs Resistive Load TFT Cell
Number of transistors (3] 4 4 (+2 TFT)
Cell size 58.2 um’ 40.8 um? 41.1 pm?
(0.7-pm rule) (0.7-pum rule) (0.8-um rule)
Standby current 10715 A 10712 A 10717 A
(per cell)
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BLo, BL; BL, BLj

2-input NOR decoder T -
D

Prednost: brzina - samo jedan tranzistor na putanji podatka

Mana: Veliki broj tranzistora

Digitalna elektronika
RAM memorije — SRAM - dekoderi

I |
AT1 | Stablo
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Broj tranzistora znatno maniji, ali raste vreme propagacije

Resenje je kombinacija prethodnih slucajeva, arhitektura memorije, baferi
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(a) SRAM sensing scheme (b) two stage differential amplifier
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NEDestruktivno!!!

Digitalna elektronika
RAM memorije - DRAM

*1T DRAM zahteva senzorski pojacavac

* DRAM memorijska ¢elija je sa jednostrukim izlazom -
single ended.

* SRAM celija je sa diferencijalnim izlazom.

-Citanje 1T DRAM éelije je destruktivno; éitanje odnosno
osvezavanje je neophodno.

«Za razliku od 3T celije, 1T ¢elija zahteva dodatnu
kapacitivnost.

» Kada se upisuje “1” u DRAM ¢eliju napona na
kondenzatoru je manji za napon praga MOS tranzistora,
manje naelektrisanja, Vwl >VDD
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Transient Response

Concept

time (nsec)
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